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Analysis of 19-inch and metric mechanical structures 
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Investigation of bulk acoustic microwaves excited by 
an interdigital transducer. O. G. Reshotka, V. G. 
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Simulating characteristics of SI/GE tandem monolith­
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Ju. N. Lavrich, S. V. Plaksin (28)
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Cooling of led module by various radiators. A. M. 
Naumova, Yu. E. Nikolaenko, V. Yu. Kravets, V. M.  
Sorokin, O. S. Oliinyk (35)

Production technology and equipment
Formation of Cu, Ag and Au nanofilms under the in­
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Matyushin (41)
Materials of electronics
Research on Cu2ZnSnTe4 crystals and heterojunc­
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R. Kudrynskyi, B. V. Kushnir, V. V. Netyaga, V. V. 
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Metrology. Standardization
Calculation of characteristics of X-ray devices. A. N. 
Orobinskyi (55)
Analytical method for determining coordinates of the 
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Velichko (64)
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Îïòèì³çàö³ÿ êîìïëåêñíîãî ïîêàçíèêà íàä³éíîñò³ 
ðàä³îòåõí³÷íèõ ïðèñòðîїâ øëÿõîì çì³íè їõ òîïîëîã³ї. 
Á. Ì. Óâàðîâ, Þ. Ô. Çінüêîâñüêèé (3)
Àíàëіç íåñóчèõ êîíñòðóêöіé 19-äþéìîâîї òà ìåò­
ðèчíîї ñèñòåì äëя åëåêòðîííèõ çàñîáіâ. À. À. ªô³
ìåíêî, О. Ï. Êàðëàíãà÷ (9)

СВЧ-техніка
Ðàäіîìåòðèчíèé ïðèéìàëüíèé êîìïëåêñ òà øëÿõè 
çíèæåííя âíîñèìîї íèì ïîõèáêè ó ðàäіîìåòðèчíі 
âèìіðþâàííя. Î. Ì. Ïèëèïåíêî, ². Ê. Ñóíäóчкîâ, 
Â. Â. ×міль, Â. Ì. ×міль, Ï. Î. ßöèê (14) 

Системи передачі та обробки сигналів
Äîñëіäæåííя îá’єìíèõ àêóñòèчíèõ õâèëü НВ×-
äіàïàçîíó, çáóäæåíèõ çóñòðічíî-øòèðüîâèì 
ïåðåòâîðþâàчåì. Î. Ã. Ðåøîòêà, Â. Ã. Ãàéäóчоê, 
Ì. Ì. Âàêів (22)

Еíåðãåòè÷на еëåêòðîíіêа 
Ìîäåëþâàííÿ õàðàêòåðèñòèê òàíäåìíîãî ìîíîë³ò­
íîãî ñîíÿ÷íîãî åëåìåíòà Si/Ge ç áóôåðíèì øàðîì 
Si1–xGeõ. Î. Á. Ãíèëåíêî, Þ. Ì. Ëàâð³÷, Ñ. Â. 
Ïëàêñ³н (28)

Забезпечення òåïëîâиõ ðåæèìіâ 
Îõîëîäæåííя ñâіòëîäіîäíîãî ìîäóëя çà äîïîìîãîþ 
ðіçíèõ òåïëîâіäâîäіâ. À. Ì. Íàóìîâà, Þ. ª. 
Íікîëàєíêî, Â. Þ. Êðàâåöü, Â. Ì. Ñîðîêін, Î. Ñ. 
Îëійíèê (35)

Òåõíîëîãі÷ні ïðîöåñи та îáладнання
Ôîðìóâàííя íàíîïëіâîê Cu, Ag, Au ïіä äією àòîìіâ 
âîäíþ. ª. Ë. Æàâæàðîâ, В. Ì. Ìàòþøèí (41)

Ìàòåðіàëи еëåêòðîíіêè
Äîñë³äæåííÿ êðèñòàë³â Cu2ZnSnTe4 òà ãåòåðîïåðå­
õîä³â íà їõ îñíîâ³. Ò. Ò. Êîâàëþê, Ì. Ì. Ñîëîâàí, 
À. ². Ìîñòîâèé, Å. Â. Ìàéñòðóê, Ã. Ï Ïàðõîìåíêî, 
Ï. Ä. Ìàð'ÿí÷уê (45)
Âïëèâ â³äïàëó íà âàõ ãåòåðîïåðåõîäó n-ZnO—p-InSe. 
Ç. Ä. Êîâàëþê, Â. Ì. Êàòåðèí÷уê, Ç. Ð. Êóäðèíñüêèé, 
Á. Â. Êóøí³р,Â. Â. Íåòÿãà, Â. Â. Õîìÿê (50)

Метрологія. Стандартизація
Ðîçðàõóíîê õàðàêòåðèñòèê ðåíòãåíіâñüêèõ óñòàíî­
âîê. À. Ì. Îðîá³íñüêèé (55) 
Ñïîñіá àíàëіòèчíîãî âèçíàчåííя êîîðäèíàò äæåðåëà 
âèïðîìіíþâàííя â îäíîðіäíîìó ñåðåäîâèùі. Î. Â. 
Âåëèчêî (64) 
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